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(57) Abstract: The invention relates to a method for polishing both sides of at least one wafer made of a semiconductor material,
comprising the following steps: Placing the at least one wafer made of semiconductor material in at least one carrier disc between an
upper and a lower polishing disc of a double-sided polishing machine, wherein the underside of the upper polishing disc and the upper
side of the lower polishing disc are each covered with a polishing cloth; causing the at least one carrier disc, the upper polishing disc
and the lower polishing disc to rotate; circulating a polishing agent between a collecting container and the at least one wafer made of
a semiconductor material arranged between the upper and lower polishing discs of the double-sided polishing machine; measuring the
pH value of the polishing agent; and controlling the pH value of the polishing agent; characterised in that a target value for the pH
value is no lower than 11.4 and no greater than 12.4, and the pH value is controlled by temporarily adding a basic composition to the
polishing agent depending on the measured pH value such that the deviation of the measured pH value from the target value of the pH
value during the circulation of the polishing agent between the collecting container and the at least one wafer made of a semiconductor
material arranged between the upper and lower polishing discs of the double-sided polishing machine is never greater than +0.2.
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(57) Zusammenfassung: Verfahren zum beidseitigen Polieren von mindestens einer Scheibe aus Halbleitermaterial, umfassend die
folgenden Schritte: Platzieren der mindestens einen Scheibe aus Halbleitermaterial in mindestens einer Lauferscheibe zwischen einem
oberen und einem unteren Polierteller einer Doppelseiten-Poliermaschine, wobei die Unterseite des oberen Poliertellers und die Ober-
seite des unteren Poliertellers jeweils mit einem Poliertuch bedeckt sind; Versetzen der mindestens einen Liuferscheibe, des oberen
Poliertellers und des unteren Poliertellers in Rotation; Umwélzen eines Poliermittels zwischen einem Sammelbehélter und der zwischen
dem oberen und dem unteren Polierteller der Doppelseiten-Poliermaschine angeordneten mindestens einen Scheibe aus Halbleiterma-
terial; Messung des pH-Wertes des Poliermittels; und Regelung des pH-Wertes des Poliermittels; dadurch gekennzeichnet, dass ein
Zielwert fiir den pH-Wert nicht weniger als 11,4 und nicht mehr als 12,4 betrdgt und die Regelung des pH-Wertes durch temporares Zu-
fiihren einer basischen Zusammensetzung zum Poliermittel in Abhéngigkeit vom gemessenen pH-Wert so erfolgt, dass die Abweichung
des gemessenen pH-Wertes vom Zielwert des pH- Wertes wahrend der Umwélzung des Poliermittels zwischen dem Sammelbehélter
und der zwischen dem oberen und dem unteren Polierteller der Doppelseiten- Poliermaschine angeordneten mindestens einen Scheibe
aus Halbleitermaterial zu keinem Zeitpunkt mehr als +0,2 betrigt.



